Lichtemitteranzeigen VQE 21 bis VQE 24

Die Lichtemitteranzeigen VQE 21 bis VQE 24 sind griinstrahlende
g‘lﬂiltﬂﬁigﬂ Lichtachachtbauelemente mit Diodenchips auf

Jede Btelle der VQE 21 bzw, VGE 23 hat eine gemeinsame Katode
und der VQE 22 bzw, VQE 24 eins gemeinsame Anode,

Bel der VQE 27 und VQE 22 dient die 1., Btelle zur Darstellung
der Zeichen +, - und der Ziffer 1 sowie eines Dezimalpunktes,
die 2, Btells zur Datatellung der Ziffern von O bie 9 und
eines Dezimalpunktes.

Bel der VQE 23 und VQE 24 dient jede Stelle zur Darstellung
der Ziffern von O bis 9 und eines Dezimalpunktes.

Disse Bauelemente werden zur Anzeige in Geriten und Anlagen
gesetzt,

Unter der Annshme einer konstanten Ausfallrate betrigt die.
Lebensdauererwart bel mittleren Betriebsbedingungen hypothe-
tisch mindestens 10~ Btunden.

EenngriBen bei 1’.9. = 25 g min., typ. max,
bei Ip = 10 mA Gruppe B : 230 - 480 fucd
Gruppe C I, 350 - 700 ucd
/
Gruppe D Iv 520 - 1040 fund
Gruppe B IY 7860 - 1560 /uod
Gruppe F L S 1170 - - d“\.m':wrl
0 1)5)6)
Lichtstirke-
verhiltnis v mex - - 2,0
bei Iy = 10 mh 1y min
7) :
DurchlafBgleichspannung
rrglainhatmm?)
i E“= Ed I‘B. - - 100 ju‘“‘
Wallenlénge der max, :
. ktralen Bmission Apey 599 568 - 515 nm
Spektrale Strahlungs-
bandbreite a }\0' 5 - - 40 nm

”Li.chtatﬁrkemﬂau.ng erfolgt mit einem.Uffnungswinkel won 15° + 3°
2)1_~Wert gemittelt iber 7 Segmente einer Ziffer

3)«Elm: typische I_~Wert des Dezimalpunktes betrdgt 35 % sowle der
Teilsegmente D'und B 9;5 Pluszeichens 60 % des Ivn‘lurtan ent-
rechend Anmerkung -

4)5)6)7) g1 0ne Seite 2
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VOQE 21 bis VQE 24

min. max.

naduktiuﬂggggifizézgt

des e mes

bel H, = 25 bis Bﬁrgu -EIIF - 0,25 mA/K
Reduktionskoeffizient

des rel. SpitzendurchlaBstromes 1 _
“bel a = 25 bis 85 °C -ﬂ!IIJIRII - 227 %/K
Temperaturkoeffizient

der rel., Lichtstérke o

Grenzwerte

Durchl slaiahltruu?g

bei a =25 bis 25 “C IP - 20 mA
Bpitnanduruhlaﬂatrnn,?)5)
periodischer &

bel a, = =25 bis 2? (¢ I!EH - 150 mA
Sperrgleic annung? :
o "

bei sh, = =25 bis 85 “C Uy - 6 v
Betriebstemperaturbereich o+, -25 85 %%
Lagerungstemperaturbereich "‘ﬂtg =50 50 e

fiir Lagerung bis zu 30 Tagen

Kennzeichnung

Stelle der Bauelementekennzeichnung und AnschluBbelegung
gelehe MaBbild, weitere Eennzeichnungen auf der Verpackung

ijdie Bewertung der Lichtstdrke des Dezimalpunktes und der Teil-

segmente D und E des Pluszeichens erfolgt wvisuell in Anpass
unsdas Ziffernbild 8 e

S)THn Segment zu Segment eines Bauelementes

E)Sagmntpmungnn = 4:1 zwischen Ziffern benachbarter
Bauelementen sind unzuléssig

?)je Segment und je Dezimalpunkt
By =4 ms, T'= 1 : 10; abweichende Tastverhiltnisse nach Ver-
uzu.'burung mit dem Hersteller
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VQE 21 bis VQE 24
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VQE 21 und V@B 22

Masse: 5¢g

Standard: TGL 39352

x I)A.nza igefléche

E)Einsatz der Anzs.tgan auf Leiterplatten mit metrischem
RastermaB8 ist zulassig
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VOQE 21 bis VQE 24

AnschluBbelegung
VQE 21 und VQE 22

et PP Belegung™’ wonL< Belegung>’
Nr. VQB 21 | VQB 22 Nr. VQB 21 VQEB 22

1 nb 10 G,

2 - B, 11

3 5 w -

4 gk, BA, 13 B,

5 e | ek o L

5 15 B,

7 16 T,

8 qz_ 17 D,

9 H, 18 nb
AnschluBbelegung
VQE 23 und VQE 24

- An
:ghluﬂ- Belegung™’ schluB- Belegung
Nr. VQE 23 | VQE 24 Nr. VQE 23 | VQB 24

1 C. 10 G,

2 B, 11

3 D, 12 ;ﬁ

e ey iE B,

5 BE gh; 14 B,

6 1')2 15 ¥,

7 E, 16 K

8 C, 17 G,

9 B, 18 H,

31:ll:t = nicht belegt, gk = gemeinsame Katode, gA = gemeinsame Anode
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etec.B‘__ﬁ; VOQE 21 bis VQE 24
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7QR 23 und VQE 24

Masse: 5g
Standard: TGL 39352

Eljlnzeigptlﬁgha

xz}ﬁinﬂatz der 1n=ai§:n auf Leiterplatten mit metrischem
Rastermaf ist zul&Essig E

41 NT Fla 848 <175 GG 3304/
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VQE 21 bis VQE 24 p o
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VQE 21 bis VQE 24
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VQE 23 und VQE 24

Masse: 58
Standard: TGL 39352 :

] Jlnuigeﬂ dche

‘E)nmwz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem
RastermaB ist zuldssig
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VQE 21 bis VQE 24
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VQE 21 bis VQE 24
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VOQE 21 bis VOE 24

iprm = F(T)
150 - f > 100 Hz
To = 25°C
mA P
100 +
'FRM
50T
n’ L T : L] I
0 0,1 02 0,3 0,4 0,5
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| _VQE 21 bis VQE 24
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